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(57) Abstract 

The rough conducting structures (GL) and the fine conducting structures (FL) are etched out of a metal layer in a common etching 
process, whereby an etch resist stmctured by means of photolithography is used in the area containing the rough conducting structures (GL) 
and an etch resist structured by means of a laser beam is used in the area containing the fine conducting structures. 




(57) Zusammenfassung 

Die groben Leilersmikturen (GL) und die feinen Leiterstrukluren (FL) werden in einem gCTneinsamcn AtzprozeB aus einer 
Metallschicht herausgefltzt, wobei im Bereich der groben Leiierstrukturen (GL) ein mittels Photolithographie strukturieites Atzresist und in 
Bereich der feinen Leiterstrukluren ein mit Hilfe eines Laserslrahls strukturiertes Atzresist verwcndet wird. 
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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung von Leitierplatten mit groben Lei- 
terstrukturen und mindestens einem Bereich mit feinen Leiter- 
strukt-uren 

Aus der DE 32 45 272 Al ist ein Verfahren zur Herstellung mi- 
niaturisierter Dick- und Dunnschichtschaltungen bekannt, bei 
dem zum Zwecke einer wesentlichen Erhohung der Leiterbahn- 
dichte zunachst zumindest auf diejenigen Bereiche des 
Substrats, an denen eine miniaturisierte Leiterbahngeometrie 
vorgesehen ist, eine vollflachige Schicht aus leitendem Mate- 
rial aufgebracht wird und diese Schicht dann mittels eines 
nach einem negativen Lay-out-Programm gesteuerten, beziiglich 
des Substrats justierten Lasers in voneinander getrennte, we- 
nigstens zum Teil jeweils eine Leiterbahn bildende Teilfla- 
chen und/oder Streifen unterteilt wird. Beim Anschlufi einer 
Vielzahl von IC-Pads an eine umliegende Peripherie werden 
durch divergierende Laser-Brennspuren sternformig auseinan- 
derlaufende Leiterbahnen geschaffen, die IC-seitig sehr 
schmal und jeweils einem der eng nebeneinanderliegenden Pads 
zugeordnet sind und die mit ihren verbreiterten, aufienliegen- 
den Ende an PeripherieanschlUsse gefilhrt sind. Durch eine 
spiralf ormige FOhrung der Laser-Brennspur konnen in der voll- 
fiachig leitenden Schicht auch Induktivitaten ausgebildet 
werden. Dabei laiit sich durch die spiralf ormige Anordnung der 
jeweils zwischen zwei Laser-Brennspuren gelegten Leiterbahn 
ein sehr kompakter und damit plat zsparenden Induktivitatsauf - 
bau erzielen. 

Aus der EP 0 602 258 Al ist ein Verfahren zur Herstellung von 
Leiterplatten mit groben Leiterstrukturen bekannt, wobei je- 
doch ein abgegrenzter Bereich dieser Leiterplatten eine sehr 
hohe Verdrahtungsdichte erhalten soil. Dies wird durch eine 
zusatzliche Verdrahtungslage erreichi,, die nur in dem abge- 
grenzten Bereich aufgebracht wird und mit der darunter lie- 
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genden Verdrahtungslage iiber Durchkontaktierungen verbunden 
ist . 

Aus der EP 0 062 300 A2 ist ein Verfahren zur Herstellung von 
Leiterplatten bekannt, bei welchem ein ganzfiachig auf'eine 
Metallschicht auf gebrachtes metallisches Atzresist mittels 
Laserstrahlung selektiv in den nicht den Leiterstrukturen 
entsprechenden Bereichen wieder entfernt wird und die Leiter- 
strukturen durch Abatzen der derart freigelegten Metall- 
schicht gebildet werden. 

Aus der DE 41 31 065 Al ist ein Verfahren zur Herstellung von 
Leiterplatten bekannt, bei welchem auf ein Substrat nachein- 
ander eine Metallschicht und eine metallische oder organische 
Atzresistschicht aufgebracht werden, worauf diese Atzre- 
sistschicht mittels Laserstrahlung in den unmittelbar an das 
spStere Leiterbahnmuster angrenzenden Bereichen entfernt und 
die dadurch freigelegte Metallschicht derart weggeStzt wird, 
dafi das Leiterbahnmuster und durch AtzgrSben elektrisch davon 
isolierte Inselbereiche der Metallschicht auf dem Substrat 
verbleiben. Die Strukturierung mittels Laserstrahlung kann 
rasch vorgenommen werden, da die zu entfernenden Bereiche der 
Atzresistschicht nur eine geringe Breite aufweisen miissen und 
die grOfleren Flachen zwischen zwei Leiterbahnen stehen blei- 
ben. 

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zu- 
grunde, ein wirtschaf t liches und einfach durchzuf tihrendes 
Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten zu schaffen, die 
in mindestens einem abgegrenzten Bereich eine hohe Leiter- 
bahndichte aufweisen. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dafi durch eine 
Kombination von konventioneller Photoat ztechnik far die Her- 
stellung der groben Leiterstrukturen und der Laserstrukturie- 
rung fur die Herstellung der feinen Leiterstrukturen die Ver- 
fahrensablSufe so aufeinander abgestimmt werden kdnnen, dafi 
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die Bildung der croben und feinen Leiterstrukturen in einem 
gemeinsainen AtzprozelJ vorgenoiranen werden kann. 

Die Herstellung der feinen Leiterstrukturen ware prinzipiell 
5 auch in konventioneller Photofitztechni k m6glich- Hier muliten 
jedoch besonders hochwertige Photoresists, besonders hochwer- 
tige Lichtquellen und besonders hochwertige Photomasken ein- 
gesetzt werden und die Arbeiten in staubfreien Raumen durch- 
gefilhrt werden. All diese Malinahmen konnen durch die Anwen- 
10 dung der Laserstruktur ierung fur die feinen Leiterstrukturen 
entfallen, wobei oleichzeitig auch eine sehr hohe Ausbeute 
erzielt wird. 

Im Sinne der Erfindung sind unter groben Leiterstrukturen 
15 solche Strukturen mit Leit erbahnbreiten und Lei terbahnabstMn- 
den von mehr als 100 jarri zu verstehen, wahrend unter feinen 
Leiterstrukturen solche Strukturen mit Leiterbahnbreiten und 
Leiterbahnabstanden von 100 urn und weniger verstanden werden. 

20 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den An- 
sprtichen 2 bis 11 angegeben. 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 ermoglicht die Herstellung 
von Durchkontaktierungen sowohl im Bereich der groben Leiter- 
25 strukturen als auch im Bereich der feinen Leiterstrukturen. 

Die Weiterbildung nach Anspruch 3 ermoglicht durch die metal- 
lische VerstSrkuncsschicht die Herstellung fiulierst zuverlas- 
siger Durchkontaktierungen im Bereich der groben Leiterstruk- 
30 turen. 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 4 ermoglicht im Bedarfsfall 
einen besonders einfachen Schutz des Bereichs mit einen Lei- 
terstrukturen wahrend der Abscheidung der metallischen Ver- 
35 starkungsschicht im Bereich der groben Leiterstrukturen. 
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Die Ausgestaltunc nach Anspruch 5 ermcglicht im Bereich der 
feinen Leiterstrukturen eine Strukturierung des Photoresists 
mit Hilfe eines Laser strahls.. GemSB Anspruch 6 kann dann in 
diesem Fall ein Aczresist besonders einfach und in der ge- 
5 wtlnschten Struktur in einem Arbeitsgang auf die groben und 
auf die feinen Leiterstrukturen aufgebracht werden. 

GemaB Anspruch 7 kann der Schutz des Bereichs mit feinen Lei- 
terstrukturen beim Aufbringen der metallischen Verstarkungs- 
10 schicht auch auf einfache Weise durch eine temporare Maske 
bewirkt werden, die danach einfach wieder abgezogen wird. 

Die Weiterbildunc nach Anspruch 8 ermSglicht eine besonders 
einfach zu realisierende direkte Laserstrukturierung des Atz- 
15 resists im Bereich der feinen Leiterstrukturen. 

Obwohl als Atzresist prinzipiell auch organische Resists, wie 
z.B. Elektrotauchlack, verwendet werden kdnnen, wird gemaft 
Anspruch 9 eine chemische oder galvanische Abscheidung metal- 
20 lischer Atzresists bevorzugt. Dabei hat sich gemaJi Anspruch 
10 die Verwendunc von Zinn oder Zinn-Blei als Atzresist be- 
sonders bewahrt. 

Falls das Atzresist bei der weiteren Behandlung der Leiter- 
25 platte stort, wird es gemafi Anspruch 11 wieder entfernt. In 
diesem Falle kOnnen dann beispielsweise andere Metallschich- 
ten auf die groben und auf die feinen Leiterstrukturen aufge- 
bracht werden. 

30 Im folgenden wire ein Ausf ^ihrungsbeispiel der Erfindung an- 
hand der Zeichnung naher erlautert. 

Es zeigen 

35 Figur 1 eine Draufsicht auf eine Leiterplatte mit groben Lei- 
terstrukturen und einem Bereich mit feinen Leiterstrukturen 
in stark vereinf a chter schemat ischer Darstellung, 
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Figur 2 verschiecene Verf ahrensstadien einer ersten AusfQh- 
rungsform eines Verfahrens zur Herstellung von Leiterplatten 
mit groben Leiterstrukt uren und einem Bereich mit feinen Lei- 
terstrukturen, 

Figur 3 verschiecene Verf ahrensstadien einer zweiten Ausftih- 
rungsform eines Verfahrens zur Herstellung von Leiterplatten 
mit groben Leiterstrukturen und einem Bereich mit feinen Lei- 
terstrukturen und 

Figur 4 verschiecene Ver f ahrensstadi en einer dritten Ausfiih- 
rungsform eines Verfahrens zur Herstellung von Leiterplatten 
mit groben Leiterstrukturen und einem Bereich mit feinen Lei- 
terstrukturen . 

Figur 1 zeigt in stark vereinf achter schematischer Darstel- 
lung eine Draufsicht auf eine insgesamt mit LP bezeichnete 
Leiterplatte, auf deren Oberflache sich ein nur durch eine 
UmriBlinie angedeuteter Bereich mit groben Leiterstrukturen 
GL und ein abgegrenzter Bereich B mit ebenfalls nicht naher 
erkennbaren feinen Leiterstrukturen FL befinden. In den Eck- 
punkten des Bereichs B befinden sich vier Justiermarken JM, 
die bei Arbeiten im Bereich B eine exakte Positionierung der 
jeweiligen Gerate ermoglichen. 

Figur 2 zeigt verschiedene Verf ahrensstadien a bis h einer 
ersten Ausf uhrungs f orm eines Verfahrens zur Herstellung von 
Leiterplatten mit groben Leiterstrukturen und einem Bereich 
mit feinen Leiterstrukturen. Bei den einzelnen Schnitten 
durch ein elektrisch isolierendes Substrat S befindet sich 
dabei jeweils links von einer punktierten Linie L der Bereich 
ftlr die groben Leiterstrukturen, wahrend rechts von dieser 
punktierten Linie L sich der Bereich der feinen Leiterstruk- 
turen befindet. 

GemSB Figur 2a wire auf das Substrat S eine Metallschicht MS ' 
aufgebracht, worauf im Bereich mit groben Leiterstrukturen 
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und im Bereich mit feinen Leit er s trukturen .Durchkontaktie- 
rungslocher DL cebohrt werden. Bei der Metallschicht MS han- 
■delt es sich z.E. un eine Kupf er kaschierung . 

5 GemSfi Figur 2b W2.rd anschlieliend z.B. durch chemische und 
galvanische Kupf erabscheiung eine Metallisierung ME auf die 
Metallschicht MS und auf die Wandungen der Durchkontaktie- 
rungslocher DL aufoebracht. 

10 Anschliefiend wire cemaB Figur 2c ein Photoresist PR aufge- 
bracht und durch Belichten und Entwickeln derart struktu- 
riert, da/i es im 3ereich der groben Leiterstrukturen ein ne- 
gatives Muster dieser groben Leiterstrukturen aufweist und 
andererseits den gesamten Bereich der feinen Leiterstrukturen 

15 abdeckt. Gemai5 Figur 2d wird dann auf den nicht vom Photore- 
sist PR bedeckter bereichen der Metallisierung ME und insbe- 
sondere in den Durchkontaktierungslochern DL z.B. durch gal- 
vanische Kupf erabscheidung eine Verstar kungsschicht VS aufge- 
bracht. Diese Verstar kungsschicht VS hat die Aufgabe^ die Zu- 

20 verlassigkeit der Durchkontaktierungen zu erhbhen. 

GemSfi Figur 2e wird dann im Bereich der feinen Leiterstruktu- 
ren das Photoresist PR mit Hilfe eines Laserstrahls LS derart 
strukturiert, daf:' es das negative Muster der feinen Leiter- 
25 strukturen aufwe2.st. Fur diese Laserstrukturierung wird bei- 
spielsweise ein Ivd:YAG Laser mit einer Wellenlange von 1,06 
Jim Oder von 355 nm verwendet. 

Anschliefiend wird cemafi Figur 2f ein Atzresist AR in einem 
30 Arbeitsgang auf axe groben Leiterstrukturen und auf die fei- 
nen Leiterstrukturen aufgebracht. Im dargestellten Ausftlh- 
rungsbeispiel erfolgt das Aufbringen des Atzresists AR durch 
galvanische Abscheicung von Zinn. 

35 Nach der in Figur 2g dargestellten Entfernung des Photore- 
sists PR werden aann cemal3 Figur 2h die groben Leiterstruktu- 
ren GL und die feinen Leiterstrukturen FL in einem gemeinsa- 
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men Atzprozefi hergestellt . In diesem gemeinsamen Atzprozefi 
werden die nicht vcm Atzresist AR geschatzten Bereiche der 
•Metallisierung ME und der Metall schicht MS bis zur OberflSche 
des Substrats S wecoeatzr . In einem letzten Schritt wird dann 
das verbliebene Atzresist AR gestrippt. 

Figur 3 zeigt verschiedene Verf ahrensst adien a bis h einer 
zweiten Ausf uhrungs f orm eines Verfahrens zur Herstellung von 
Leiterplatten m±z croben Lei terstrukturen und einem Bereich 
mit feinen Leiterst rukturen . Die Figuren 3a und 3b entspre- 
chen dabei den bcreits beschriebenen Figuren 2a und 2b. 

Gemafi Figur 3c wird auf die Metallisierung ME ein Photoresist 
PR aufgebracht und durch Belichten und Entwickeln derart 
strukturiert, daf:. es im Eereich der groben Leiterstrukturen 
ein negatives Muster dieser groben Leiterstrukturen aufweist. 
Im Bereich der feinen Leiterstrukturen wird eine mit TM be- 
zeichnete temporc^re Maske auf die Metallisierung ME aufge- 
bracht. Anschlieliend wird gemSB Figur 3d im Bereich der gro- 
ben Leiterstrukturen eine Verstarkungsschicht VS auf die Me- 
tallisierung ME oufgebracht. 

Nach dem Abzieher; der temporaren Maske TM gemSB Figur 3e wird 
dann gemSIi Figur 2t ein Atzresist AR in einem Arbeitsgang auf 
die groben Leiterstrukturen und auf den Bereich der feinen 
Leiterstrukturen aufgebracht. Im dargestellten AusfQhrungs- 
beispiel erfolgt die Aufbringung des Atzresists AR durch che- 
mische Abscheidunc von Zinn. 

Gemafi Figur 3g wercen anschlieJiend das Photoresist PR ent- 
fernt und das Atzresist AR im Bereich der feinen Leiterstruk- 
turen mit Hilfe ernes Laserstrahls LS derart s trukturiert , 
daB es das Muster der feinen Leiterstrukturen aufweist. Fiir 
diese Laserstrutur lerung des Atzresists AR wird ein NdrYAG 
Laser mit einer Welienlance von 1,06 fom verwendet. 
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Gemaii Figur 3h wercen dann die groben Lei t e.r strukturen GL und 
die feinen Leiterst rukturen FL in einem gemeinsamen AtzprozeB 
hergestellt- In dieseir; ce:neinsainen Atzprozelb werden die nicht 
vom Atzresist AR oeschutz-en Bereiche der Metallisierung ME 
5 und der Metallschicht MS bis zur Oberflache des Substrats S 
weggeatzt. In einer-. letzten Schritt wird dann auch hier wie- 
der das verbliebene Atzresist AR gestrippt. 

Figur 4 zeigt verEchiedene Verf ahrensstadien a bis h einer 
10 dritten Ausfiihruncsf orm e:.nes Verfahrens zur Herstellung von 
Leiterplatten mit croben Leiterstrukturen und einem Bereich 
mit feinen Leiterst rukturen . Die Figuren 4a und 4b entspre- 
chen den bereits beschriebenen Figuren 2a und 2b. 

15 GemSB Figur 4c wire auf die Metallisierung ME ein Photoresist 
PR aufgebracht unc durch Relichten und Entwickeln derart 
strukturiert, daf; es im Bereich der groben Leiterstrukturen 
ein negatives Muster dieser groben Leiterstrukturen aufweist. 

20 Anschliefiend wire csmafi Figur 4d eine Verstar kungsschicht VS 
auf die Metallisierung ME aufgebracht, wobei diese VerstSr- 
kungsschicht VS der; gesamten Bereich der feinen Leiterstruk- 
turen ganzflachig bedeckt. 

25 Gemaii Figur 4e wiic dann ein Atzresist AR auf die VerstSr- 

kungsschicht VS aufgebracht. Im dargestellten Ausf tihrungsbei- 
spiel erfolgt die ;.ufbringung des Atzresists AR durch chemi- 
sche Abscheidung von Zinn. 

30 GemSB Figur 4f wird anschlieliend das Atzresist AR im Bereich 
der feinen Leiterstrukturen mit Hilfe eines Laserstrahls LS 
derart strukturiert, dafi es das Muster der feinen Leiter- 
strukturen aufweist. Fur ciese Laserstrukturierung des Atzre- 
sists AR wird ein Hci:YAG Laser mit einer WellenlSnge von 1,06 

35 \m verwendet . 
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Nach dieser Laser srrukturierung wird gemMfi.Figur Ag das Pho- 
toresist PR entfern-^. 

GemSJi Figur 4h werden dann die groben Leiterstrukturen GL und 
die feinen Leiter ruknur en FL in einem gemeinsamen AtzprozeB 
hergestellt. Daba:. v/erden im Bereich der groben Leiterstruk- 
turen GL die nicn-... vcm Atzresist AR geschOtzten Bereiche der 
Metallisierung und der Metallschicht MS bis zur Oberflache 
des Substrats S aiigeatzt. Im Bereich der feinen Leiterstruk- 
turen FL werden die nicht vom Atzresist AR geschtitzten Berei- 
che der Verstarkur. -sschicht VS, der Metallisierung ME und der 
Metallschicht MS bis zur Oberflache des Substrats S abgeatzt. 
Nach diesem gemeinsamen AtzprozeJi wird das verbliebene Atzre- 
sist AR gestripp-i . 
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Patentansprtlche 



1. Verfahren zur Herstellung von Lei terplatt en (LP) mit gro- 
ben Leiterstrukturen (GL) und mit mindestens einem abgegrenz- 
ten Bereich (B) mit feinen Leiterstrukturen (FL) , mit folgen- 
den Schritten: 

a) auf ein elektrisch isoiierendes Substrat (S) wird eine Me- 
tallschicht (MS) aufgebracht; 

b) im Bereich der grcben Leiterstrukturen (GL) wird ein mit- 
tels Photolithographie strukturiertes Atzresist (AR) auf die 
Metallschicht (MS) aufgebracht, welches das Muster der groben 
Leiterstrukturen (GL) aufweist; 

c) im Bereich (B) der feinen Leiterstrukturen (FL) wird ein 
mit Hilfe eines Laserstrahls (LS) strukturiertes Atzresist 
(AR) auf die Metallschicht (MS) aufgebracht, welches das Mu- 
ster der feinen Leiterstrukturen (FL) aufweist; 

d) zur Bildung der groben Leiterstrukturen (GL) und der 
feinen Leiterstrukturen (FL) werden in einem gemeinsamen Atz- 
prozeli die nicht durch ein Atzresist (AR) geschutzten Berei- 
che der Metallschicht (MS) bis zur OberflSche des Substrats 
(S) weggeatzt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , 

dafi im Bereich der grcben Leiterstrukturen (GL) und/oder im 
Bereich der feinen Leiterstrukturen (FL) Durchkontakt ierungs- 
I6cher (DL) in die Metallschicht (MS) und das Substrat (S) 
eingebracht werden und dafc dann auf die Metallschicht (MS) 
und auf die Wandungen der Durchkontaktierungsldcher (DL) eine 
Metallisierung (ME) aufgebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet , 

dali auf die Metallisierung (ME) zumindest im Bereich der gro- 
ben Leiterstrukturen (GL) ein Photoresist (PR) aufgebracht 
und durch Belichten und Entwickeln derart strukturiert wird, ' 
dali es das negative Wuster der groben Leiterstrukturen (GL) 
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aufweist und dafi cann exne metallische Verstar kungsschicht 
(VS) auf die Metalli sierung (ME) aufgebracht wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch g e k e n r. z e i c h n e t , 

daJi das Photoresist (?R) auch auf den Bereich (B) mit feinen 

Leiterstrukturen (FL} aufgebracht wird und diesen beim Auf- 

bringen der metallische.-: Verstarkungsschicht (VS) abdeckt. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekenr. zeichnet , 

dafi das Photoresist ?R) nach dem Aufbringen der metallischen 
Verstarkungsschicht (VS) im Bereich (B) mit feinen Leiter- 
strukturen (FL) mit Hilfe eines Laserstrahls (LS) derart 
strukturiert wird, dafs es das negative Muster der feinen Lei- 
terstrukturen (LS) aufweist. 

6. Verfahren nach An:-;pruch 5, 

dadurch gekenr. zeichnet , 

dafi das Atzresist (AR) in einem Arbeitsgang auf die groben 
Leiterstrukturen (GL) und auf die feinen Leiterstrukturen 
(FL) aufgebracht wira und dafi dann das Photoresist (PR) ent- 
fernt wird. 

7. Verfahren nach Anroruch 5, 

dadurch g e k e n :. zeichnet , 

dafi der Bereich (B) n-,:Lt feinen Leiterstrukturen (FL) beim 
Aufbringen der met all i - ch en Verstarkungsschicht (VS) durch 
eine temporSre Maske (Ti;) abgedeckt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3 oder 7, 
dadurch geken;. zeichnet 

dafi im Schritt c) das Atzresist (AR) ganzfiachig auf die Me- 
tallschicht (MS) aufgebracht und mit Hilfe des Laserstrahls 
(LS) derart strukturi . ;:u wird, dafi es das Muster der feinen 
Leiterstrukturen (FL) aufweist. 
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9. Verfahren nach e;->em der vorhergehenden .Anspruche, 
dadurch geken.zeichnet , 

■daii das Atzresist ' durch chemische oder galvanische Me^ 
tallabscheidung in •:. ir.er: Arbeitsgang im Bereich mit groben 
Leiterstrukturen (GL; und im Bereich (B) mit feinen Leiter- 
strukturen (FL) aufgcbracht wird. 



10. Verfahren nach ;.:-spruch 9, 

dadurch g e k e n r. 2 e i c h n e t , 

daB als Atzresist C Zinn oder Zinn-Blei verwendnet wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche, 
dadurch g e k e :\ - z e i c h n e t 

dafi das Atzresist {kR) nach dem Schritt d) wieder entfernt 
wird. 



wo 00/04750 



PCT/EP99/04568 




INTERNATIQ 



AECH REPORT 



Int^^^^ mat Application No 

PcVeP 99/04568 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H05K3/06 H05K1/02 



According to international Patent Ciasslftoation (IPC) or tr natiorpi classtficanon and IPC 



B, FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification syster ^ed by classification symbols) 

IPC 7 H05K . 



Documentation searched other than minimum document r. ^ ^ent that such aocuments are included in the fields searched 



Electronic date base coneutted during the international t- :n (name of data base and, where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citation of document, with indication, whe' 



-^pri M>, of the relevant passages 



EP 0 062 300 A (FRIT7 
GEDRUCKTER SCHALTUNG! 
13 October 1982 (198? 
dted In the app1 lea- 
page 4; figure 

DE 37 32 249 A (SIEM: 
13 April 1989 (1989-( 
the whole document 



WITTIG HERSTELLUNG 

.' ) 

10-13) 



AG) 

' -> 



DE 41 31 065 A (SIEM' AG) 
4 March 1993 (1993-0 - .4) 
cited In the appUca i :n 
claims; figures 



GB 2 213 325 A (MARC 
DEVICES) 9 August 19 
claims 



ELECTRONIC 
'^"39-08-09) 



-/-- 



Relevant to claim No. 



1-3,8-11 



1,2,8-11 



1.2,8-11 



1.5,6 



Further documents are listed in the oontlrujatlon ' i 



|)( I Patent family members are listed In annex. 



* Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art whic: 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the inter* 
filing date 

'L* document which rr«y throw doubts on priority clain 
which is cited to establish the publication date oT e 
citation or other special reason (as specified) 

"O* document referring to an oral disclosure, use. exhit 
other means 

"P" document published prior to the international filing c: 
later than the priority date claimed 



-.ot 



"T" later cocument published after the international filing date 
or priority date and not In conflict with the application but 
cited to understand the prtrH:iple or theory urujertylng the 

invention 

"X" document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be cortsidered to 
involve an inventive etep when the document Is taken alone 

"Y" document ot particular relevance: the claimed inventton 

cannot be considered to involve an Inventive step when the 
document is combined with one or rTK>re other such docu- 
ments, such combirwtion being obvious to a person ekiOed 
in the art. 



document memt>er of the same patent family 



Date of the actual completton of the international searc: 



18 October 1999 



Nome arKt mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 5618 Pat 
NL- 2280 HVR lis wljk 
Tel. <-»Ql-70) 340-2040. Tx. 31 651 ep 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Date of mailing of the international search report 



28/10/1999 



Authorized officer 



Mes, L 



Form PCT/ISA^IO (second sheet) (July 1992) 



page 1 of 2 



INTERN ATJONij^ S JARCH REPORT 



Intet Application No 

PCT/EP 99/04568 



C.(Contlnuatlon) DCX:UMENTS CONSIDERED TO BE r 



Category * Citation of document, with indication.where . 



..-5, ot the relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 4 312 897 A (REIMA IN. 

26 January 1982 (1982-01-26) 

column 3, line 24 -cc ••:.n 4, line 31; 

figures 2,3 

US 4 527 041 A (KAI) 
2 July 1985 (1985-07- ■ 
the whole document 



EP 0 602 
MACHINES 
cited in 



258 A (INTEF. , 
CORP. ) 22 Ju i€ 
the appl icat c 



NAL BUSINESS 
^94 (1994-06-22) 



1-3 



Fonn PCT/ISA/210 (conlinualion ot second sheet) (July 19S2) 



page 2 of 2 



INTERNATlGjMAL SEAKCH REPORT 

infoimiMl^on r tent tsmily members 



int^^B >nal Application No 

PCT/EP 99/04568 



Patent document 
cited in searcti report 


C".U 




Patent tamiiy 
member(s) 


PubNcation 
date 


tr OcoVi) 


A 


13-1 0- 


■:982 


np 


Oil 


A 


21-10-1982 


Ut o/^cc^y 


A 


13-C 4- 


1989 


MfiMP 
IMVJIXL 










A 

f\ 


04-03- 




NONF 








GB 2213325 


A 


09-f 3- 


::89 


NONE 








US 4312897 


A 


26-1 


:.:82 


DK 


387479 


A,B, 


19-03-1980 


US 4527041 


A 


02-r - 


■.25 


NONE 








EP 602258 


A 


22-: 5- 


-::?4 


DE 


59208335 


D 


15-05-1997 



Form PCT/ISAOIO (patent Ivnly annex) (Juiy 1992) 



INTERNATIONAJLER RE<^ .ir HENBERlCHT 



KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANL o 

PK 7 H05K3/06 H05K1/02 



Nach der Internatlonelen P stent klass it ikatbn (IPK) ooer r - n r.if nationalen Klassifiketion und der IPK 



Inter ^^i&s Aktenzeichen 

PCT/EP 99/04568 



. RECHERCHIERTC GEBIETE 



Recherchierter MinaestprCrfetofl (KlassmkationssyBtem ur J Kl.» rfikationssymbol© ) 

PK 7 H05K 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprtrtstofi gehorendc ve -^ntltehungen. sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wfihrendder interna tlonalen Recherche konsuttiene eleki m . . la Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegnffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie'' 



Bezek:hnung der Ver6tientlk:hung, eoweit c :orr ch unter Angabe der in Betracht kommenden TeUe 



EP 0 062 300 A (FRITZ ITTTIG HERSTELLUNG 

GEDRUCKTER SCHALTUNGf ; . 

13. Oktober 1982 (19? ':- 10-13) 

in der Anmeldung erw; 

Selte 4; Abblldung 



DE 37 32 249 A (SIEY,: NS 
13. April 1989 (1989- OA- 
das ganze Dokument 

DE 41 31 065 A (SIEMi i.': 
4. Marz 1993 (1993-0 
In der Anmeldung erw .. 
Anspriiche; Abblldun' 

GB 2 213 325 A (MARCf .;: 
DEVICES) 9. August 1^89 
AnsprQche 



•3) 
:3) 



AG) 



ELECTRONIC 
1989-08-09) 



-/-- 



Betr. Anepruch Nr. 



1-3,8-11 



1.2,8-11 



1,2,8-11 



1,5,6 



Weitere Verottenttichungen £ind der Fonsetzung 
errtnehmen 



: C 2U 



Siehe Anhang Patentlannilie 



• Beaondere Kategonen von angegcbenc; 
"A" Varotlentltehung. die den allgerrieinGf 



/erotfentlicl 
land oer 1 ♦ 

aber nicht als be&ondera bedeutsam anzusehen u 
Stteree Dokument. daa jedoch erst am Oder nach d( 

Anmetdedatum ver6flentticht v/orden ist 
V©r6f1entltehur>g. die geeignet ist, einen Priori* ?r5?nr 
scheme n zv Jassen, Oder durcn die das Ver6 ii 
anderen im Recherchenbericht genannten Vt - !?e: 
son Oder die aue einem anderen besonderen Grun 'n. 
ausgefuhrt) 

Verbftentllchung, die sich auf eine mundllche Often ' • 
eir>e Benut2ur>g. eine AussteDung ooer andere Maf. -at 
"P" VerCttenttichung, die vordem intemauonalen Anmei- 
dem beanspruchten PrIoritStsdatum v-: -oftenti'cht v 



-o- 



:£fintert, 

• --naMonalen 

• -jon zweitelhatt er- 
-igsoatum einer 

DBlegt werden 
ben Ist (wie 



n bezieht 
■^, aber nach 



ilCl 



"T" Spatere Verfiftentlichung, die nach dem internationalen Anmeldodatuni 
Oder dem Pricritatsdatum verotfentlicht worden tet und mit der 
Anmeldung nicht kollldiert, sondem nur zum Veretandnte dee der 
Erilnaung zugrundellegenden Prinzipe Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben Ist 

"X" Verbffentlichung von bescnderer Bedeutung; die beanspruchte Erflr>dung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentllchung rricht als neu oder auf 
erfinderischerTStigkeit beruhend betrachtet warden 

"Y" Veroffenttrchung von besonderer Bedeutung: die beanspnjchte Erlindung 
kann nicht els aut erfinderischerTMigkelt beruhend beirachilet 
warden, wenn die Ver6ftentljchung mil einer oder mehreren anderen 
Verottentlichungen dieser Kategofle In Veftlndung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann rtaheliegend ist 
Verotlent lie hung, die MItglled dersetoen Patentfamilie ist 



Datum des Abechlusses der International ., ^^echerche 



18- Oktober 1999 



Name und Poslanschrift der Internet ions; . Recherche 
Europfiisches Patentam* on. ^Q'^pr- 
NL - 2280 HV RliswijK 
Tel. (t-ai-TO) 340-204 : a. 31 6. 
Fax: (+31-70) 340-3G .- 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



28/10/1999 



BevollmSchttgter Bediensteter 



Mes, L 



FoimUatl PCT/ISA/210 (BstI 2) (JuO 1992: 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONALER R 



':henbericht 



mt^^B >n8les Aktenzelchen 

PCT/EP 99/04568 



Kategorie' 



(Fortsetoung) ALS WESENTLICH AN . ."EH. ? 



^GEN 



Bezeichnung der Vercrisnti.-^..ung. sowoi* 



. .on unter AncaDe cer in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



us 4 312 897 A (REIK 

26. Oanuar 1982 (198: >26) 

Spalte 3, Zeile 24 -: -Ue 4, Zeile 31; 

Abblldungen 2,? 



US 4 527 041 A (KAI 
2. Jul1 1985 (19*^"-' 
das ganze Ook'j:. 



EP 0 602 258 A (INTl : .'TIONAL BUSINESS 
MACHINES CORF.) 1 1994 (1994-06-22) 

In der Anmelcjng 



Foimblan PCT/ISA/210 IFoiMbung von 8latt2) (Juli i8b. 



1-3 



Se1te 2 von 2 



INTERNATIONALER RlXl^ 



Im Recherchenbericht 
angefuhrles Petentdokument 



' ^HENBERICHT 


Inter 


AKtenzeichen 


- rntfamilie ^ehorer 


PCT/EP 99/04568 


m der 
lichung 


Mitgtied(er) der 
Fdtenttamilie 


Datum der 
VerOffentUchung 



EP 


62300 


A 


13-: -1982 


DE 


3113855 


A 


21-10-1982 


DE 


3732249 


A 


13-0 -1989 


KEINE 








OE 


413106b 


A 


04-C' 


KEINE 








GB 


2213325 


A 


C9-C -19S9 


KEINE 








US 


4312897 


A 


: '-• -.-1982 


DK 


387479 


A.B, 


19-03-1980 


US 


4527041 


A 


02- -1:35 


KEINE 








EP 


602258 


A 


22-o:-:?94 


DE 


59208335 


D 


15-05-1997 



FoimMan PCT/ISA/210 (Anhsng P»tentiamiHe)(JuM 189£, 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of tlie Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

t * 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. * 

Defects in tlie images include biit are not liniited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRA?VING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BIACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAYSCALE DOCUMENTS 

□ lines OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT . 
W REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: ] . 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



